(12) NACH DEM VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VEROFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation fiir geistiges Eigentum
Internationales Biiro

(43) Internationales Veroffentlichungsdatum (10) Internationale Veréffentlichungsnummer

19. April 2001 (19.04.2001) PCT WO 01/27571 A3

(51) Internationale Patentklassifikation”>  HO1L 31/108, (71) Anmelder (fiir alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme
31/032 , von US): TWLUX HALBLEITERTECHNOLOGIEN
BERLIN AG [DE/DE]; Torstrasse 41, 10119 Berlin (DE).

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE00/03727
(72) Erfinder; und
(22) Internationales Anmeldedatum: (75) Erfinder/Anmelder (nur fir US): WEISS, Tilman
13. Oktober 2000 (13.10.2000) [DE/DE]; Hornstrasse 21, 10963 Berlin (DE). THIEDIG,
Christoph [DE/DE]; Torstrasse 41, 10119 Berlin (DE).
. . LANGER, Stefan [DE/DE]; Bremer Strasse 3, 15738
(25) Einreichungssprache: Deutsch Zeuthen (DE). HILT, Oliver [DE/DE]; Kieferndamm
. . 4, 15566 Schoneiche (DE). KORNER, Hans, Georg
(26) Veréffentlichungssprache: Deutsch [DE/DE]; Baumschulenweg 11i, 15236 Frankfurt/Oder
(DE). STAHN, Sebastian [DE/DE]; Detmolder Strasse
(30) Angaben zur Prioritit: 2, 10715 Berlin (DE). SWIENTEK, Stephan [DE/DE];
199 51 207.8 15. Oktober 1999 (15.10.1999) DE Friedrich-Engels-Strasse 26, 15745 Wildau (DE).
[Fortsetzung auf der néichsten Seite]
== (54) Title: SEMICONDUCTOR COMPONENT, ELECTRONIC COMPONENT, SENSOR SYSTEM AND METHOD FOR PRO-
== DUCING A SEMICONDUCTOR COMPONENT
=== (54) Bezeichnung: HALBLEITERBAUELEMENT, ELEKTRONISCHES BAUTEIL, SENSORSYSTEM UND VERFAHREN
==== 7UR HERSTELLUNG EINES HALBLEITERBAUELEMENTES
= L+

(57) Abstract: The invention relates to a semiconductor component for detecting electromagnetic radiation using a contact between
a metal and a semiconductor. The semiconductor has at least one metal-chalcogenide compound semiconductor as an optical ab-
sorbing material or is configured completely from said semiconductor. This allows a cost-effective component to be produced which
i reacts to electromagnetic radiation in a specifically defined manner. Said semiconductor component can be used in an electronic
& component and a sensor system. The invention also relates to a method for producing a semiconductor component by bringing a
o substrate into contact with a solution, in which a precursor of a metal-chalcogenide compound semiconductor is dissolved and/or
suspended.

/27571 A3

W

[Fortsetzung auf der néichsten Seite]



wo 01727571 A3 U000 0 AR A

(74) Anwalt: GROSS, Felix; Maikowski & Ninnemann, Kur- FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI-Patent
fiirstendamm 54 - 55, 10707 Berlin (DE). (BE, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE,
: SN, TD, TG).

(81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT,
AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH,CN, CR, CU,  virisfrentlicht:
CZ,DE, DK, DM, DZ, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM,
HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, L.C, LK,
LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, . . .
MZ, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, (88) Ver('iffent]lchungsdatum des internationalen
TJ. TM. TR. TT. TZ. UA. UG. US. UZ, VN &U ZA. ZW. Recherchenberichts: 25. Oktober 2001

—  mit internationalem Recherchenbericht

(84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Patent (GH, Zur Erkldrung der Zweibuchstaben-Codes, und der anderen
GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), eura-  Abkiirzungen wird auf die Erkldrungen ("Guidance Notes on
sisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM),  Codes and Abbreviations") am Anfang jeder reguldren Ausgabe
europiisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, der PCT-Gazette verwiesen.
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